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чается малой расходимостью и отсутствием люминесценции исследуе-
мых веществ в области антистоксовых частот [1]. 

При нестационарном режиме генерации антистоксовой компо-
ненты КАРС эффективность процесса генерации компонент рассеяния 
зависит как от фазовой расстройки взаимодействующих волн, так и от 
эффектов групповой расстройки и дисперсионного расплывания. Дис-
персионные свойства среды существенно влияют на процесс нелиней-
ного взаимодействия [2].  

До сих пор изучение КАРС проводилось в приближении заданного 
поля (ПЗП), который не учитывает изменения фаз волн. Наши иссле-
дования проводятся в приближении заданной интенсивности (ПЗИ).  

В данном приближении были исследованы спонтанное рассеяние для 
двух вариантов размещения активной среды: внутри лазерного резонатора 
и во внешнем резонаторе и КАРС в стационарном случае [3-4]. Неста-
ционарный случай генерации компонент рассеяния рассмотрен в [5].  

В работе получено аналитическое выражение для комплексной 
амплитуды Фурье-спектра антистоксовой компоненты рассеяния. 
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TlBX2 (B-Ga, Jn, x-Te, S, Se) tip kristalların tədqiqi onların praktik cə-

hətdən perspektiv olduğunu göstərmişdir. Bu maddənin əsasında görünən və 
yaxın infraqırmızı oblastda qəbuledicilər, yüksək həssaslıqlı detektorlar 
hazırlamaq mümkün olduğu fikri söylənilmişdir. Baxılan kristallar layvari və 
zəncirvari quruluşa malikdir, anizotropdur və bir çox xüsusiyyətlərinə görə 
klassik yarımkeçiricilərdən fərqlənirlər. Onların içərisində qadağan olunmuş 

zolağının eni 2-3 ev intervalında olan TlGaX2 ümumi formullu birləşmələr 

daha çox maraq kəsb edir. Göstərilən maddələrin əsasında alınan bərk məh-

lulların parametrləri geniş oblastda dəyişdiyindən TlGaS2-TeGaS2 bərk məh-

lullarının elektron xassələrinin öyrənilməsi praktiki tətbiqinin mümkünlüyü 
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haqqında məlumat verir. (1,2) 
Baxılan işdə TlGaS2xSe2(1-x) kristallarında lokal səviyyələri öyrənmək 

üçün aşqar fotokeçiricilik öyrənilmişdir. Aşqar səviyyələrin dərinliyi foto-
effektin uzundalğalı sərhddindən təyin edilir. Aşqar fotokeçiriciliyin spektri 
qadağan olunmuş zonada Fermi səviyyəsinin dərinliyindən asılıdır və foto-
keçiriciliyin uzundalğalı sərhəddi bəzən minumum aktivləşmə enerjisindən 
fərqlənir. hʋ>Eg/2 halında valent zonası – aşqar səviyyəsi – keçirici zona kimi 
ikiqat keçidlər yer ala bilir. Bu halda spektral aslılıqdan səviyyənin dərinliyini 
təyin etmək çətinləşir. 

Yarımkeçiricini əlavə fon işıqla işıqlandırdıqda dərin səviyyələrin 
dolub-boşalması baş verir və aşqar fotokeçiriciliyin spektral asıllığında adi 
halda müşahidə olunmayan səviyyələr fotokeçiricilikdə iştirak edir.  

  

Şək. 1. 

Beləliklə bu mühakimələrdən görünür ki, aşqar fotokeçiricilyin spektral 
asıllığının tədqiqi qadağan olunmuş zolağın enerji spektrini tam təyin etməyə 

imkan verir. TIGaS2xSe2(1-x) sistemində x=0,5 olan nümunələrin həssaslığı 

yüksək olmuşdur. Nümunələrin yüksək fotohəssaslığa malik olması bütün 
ölçmələrin sabit modulyasiya olunmamış işıqla aparılmasına imkan verir. 

Şəkildə TIGaS2, TIGaS1.4Se0.6, TlGaSSe, TlGaS0.4Se1.6 və TlGaSe2 nümunələrində 

77÷300 k temperaturlarda aşqar fotokeçiriciliyin spektral aslılıqları veril-

mişdir. TIGaS2xSe2(1-x) kristallarının uzundalğalı sərhəddi tərkibindən asılı ola-

raq 0,8 -1,7 eV oblastda yerləşmişdir. Şəkil TIGaS06.Se1.4(1,2), TlGaS2(3,4), 

TIGaS1.4.Se0.6(5,6) nümunələrində müxtəlif temperaturlarda aşqar fotokeçiri-
ciliyin spektral aslılığı T,k:300-1,3,5; 90K-2,4,6. 3,4,5,6 əyriləri üçün ordinant 
oxu sağdadır. 
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